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１．概要（Summary） 

-FeSi2は波長 1.55m 以上の赤外域で透明で高い

屈折率を持ち、耐熱性も高いため、赤外域での光学薄膜

への応用が期待される[1]。我々は Co-sputter法を利用

して、異なるSi原子組成比の -FeSi2薄膜が赤外域での

吸収率は大きな差があることが分かった。今回、異なる Si

原子組成比の -FeSi2薄膜の結晶構造を測定するため、

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点施設の X線回折装置 

(XRD)を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線回折装置 

【実験方法】 

用意したサンプルは Si 基板上で膜厚約 100nm の 

-FeSi2薄膜である。X 線回折による結晶構造解析では、

汎用(中分解能 PB) パッケージ測定を選択し、Cu の

Kα線を使用して実施した。測定では、入射角を 0.5°、

測定範囲を 20°～70°、ステップを 0.02°の 2θスキ

ャンに基づいて実行した。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

XRD分析の結果を Fig. 1に示した。各サンプルに

おいでは、斜方晶[2]  -FeSi2に属するピークが観察さ

れたが、Siターゲットの印加電力(Psi)を 99 Wと高め

ても Si ピークしか観察されなかった。また、Psi が

16 W以下のサンプルでは、ピークの位置と高さにほ

とんど違いがなかった。これらの結果より、Si組成が

わずかに異なっていても、XRD 分析だけでは区別で

きなかった。 

 

 

Fig. 1 XRD patterns of    -FeSi2 thin film prepared 

when Psi = 0, 12, 16, 99 W. 
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